SI 500-PPD

Parallel Plate Plasma Deposition System

Спецификация

1 Общее описание

Установка плазменного нанесения тонких пленок, источник – параллельные плиты.

Плазма генерируется высокочастотным источником мощностью 13,56 МГц, установленном на верхнем электроде. Подбор импендансов осуществляется автоматически по значению выхода на генераторе в 50 Ом. Дополнительная среднечастотная мощность в 100 – 400 Кгц подается на верхний электрод для регулировки напряжения наносимых слоев. 

Нижний электрод позволяет работать с образцами размером 2” - 4”. Электрод заземлен, диапазон температур: 20°C - 350°C.

Вакуумная система с продувом и вращательным насосом обеспечивает работу по заданным параметрам давления и расхода для выполнения процессов плазменного осаждения путем химической вапоризации. Автоматический дроссельный клапан осуществляет регулировку давления в реакторной камере независимо от расхода газа. Датчики расхода обеспечивают постоянную скорость потока, что позволяет достигать высокого уровня воспроизводимости процессов. Возможна загрузка образцов размером 4” - 8” (или меньшего размера на держателях) через вакуумный шлюз. Система пневматических подъемных штифтов обеспечивает высокую чистоту процессов. 

Управление установкой обеспечивается через ПО и дистанционный пульт управления. 

Установка SI 500 - PPD состоит из следующих модулей: 

- реакторный блок

- контрольный блок

- насосный блок

- блок подключения

2 Реакторный блок

2.1 Реакторная камера

Внутренняя цилиндрическая камера отлита из алюминия для предотвращения утечек, возможных при наличии сварных швов. 

материал AlMgSi 0.5

Внутренний диаметр 298 мм

Навесная крышка для верхнего электрода

боковой фланец для клапана 32x222 мм к загрузочному шлюзу

 боковой фланец для нижнего электрода

два порта DN 63 KF для визуального контроля

один фланец DN 40 KF для наблюдения и  диагностирования процесса

 один фланец DN 16 KF для Баратрона

фланец DN 160 ISO-F для вакуумной системы

кожух для нагрева до 60°C 

2.2 Нижний электрод

Алюминиевый электрод с интегрированным керамическим нагревателем и водным охлаждением, подъемным штифтом и подъемной механикой для образцов диаметром 2”, 3” и 4”.

Диаметр образца/держателя 2” - 4”

Диаметр электрода 215 мм

Диаметр с экраном 240 мм

нижняя пластина из алюминия, заземления

диапазон температур: 20°С - 350 °С

термопара для измерения температуры

изолирован, внешнее заземление

2.3 Верхний электрод

Алюминиевый электрод с темным экраном  

Диаметр 250 мм

Диаметр с экраном 260 мм

подача газа 4 VCR

термостат с циркуляцией для нагрева до 60°C

изоляция

высокочастотный соединитель 7/16

расстояние между электродами 64 мм

2.4 Вакуумная система

Скорость прокачки и проводимость соответствует параметрам стандартных процессов нанесения кремниевых пленок и соединений III-V.

насос RUVAC WS 251PFPE, для работы в коррозийной среде

насос LH D 65 BCS-PFPE, для работы в коррозийной среде, с химическим фильтром для CFS, каплеотбойником ARS с возвратом масла и системой продува инертным газом IGS

дроссельный клапан с пошаговым двигателем DN 63 ISO

датчик давления Баратрон, 10 Мбар

датчик вакуумизации

турбомолекулярный насос LH Turbovac 151

вакуумный клапан DN 63 ISO

улавливатель частиц

базовое давление <10-5 Мбар

2.5 Система подачи газа

Газовый блок снабжен датчики расхода и стопорные клапана и расположен в реакторном блоке у камеры. Возможно подсоединение к выхлопной системе. 

Панель включает 6 линий, каждая с фильтром частиц, расход регулируется датчиком. Максимальная скорость потока устанавливается согласно параметрам процесса. Линии SiH4- и NH3- снабжены обводными каналами с возможностью перекрытия на входе. Продув: N2. Возможно отдельное перекрытие любой из линий с помощью пневматических клапанов. Линии из нержавеющей стали с элеткрополировкой, внешний диаметр 6 мм, орбитальная сварка, подсоединены коннекторы.

Контрольные значения расхода для датчиков устанавливаются с ПО. Дроссельный клапан автоматически поддерживает установленное значение давление в камере независимо от общего расхода. 

2.6 Высокочастотный источник

Мощность подается на верхний электрод через 50 Омный выход высокочастотного генератора согласно установленному значению. Система автоматического подбора позволяет минимизировать количество отражаемой энергии. 

13.56 МГц, 600 Вт

Автоматическая система подбора

установка значения и регулировка подаваемой мощности

источник питания

воздушное охлаждение

2.7 Вакуумный шлюз

Шлюз подсоединен к камере реактора с помощью прямоугольного клапана SEMI-MESC, снабжен автоматической системой передачи  и прозрачной крышкой. Загрузка и разгрузка осуществляется автоматически. Шлюз продувается азотом. 

материал камеры AlMgSi 0.5

створный клапан, прямоугольный, 32 x 222 mm

уплотнительные кольца

вакуумный вращательный насос Triscroll 300, Pirani gauge

Базовое давлеие  < 10 па

Время цикла: загрузка образца 2:20 (с эвакуацией)

выгрузка образца 3:00 (с вентиляцией)

3 Контрольный блок

3.1 Оборудование

Дистанционный пульт управления для осуществления управления в режиме реального времени всех компонентов системы. 

ПК и ПО для управления процессами. 

Контрольный блок включает:

ПК

Монитор и клавиатура 

 Дистанционный пульт управления

высокочастотный генератор

контроллер для дроссельного клапана

датчик давления

источник питания

предохранитель

Расположен у реакторного блока

3.2 Программное обеспечение

Запатентованная программа “The SENTECH”. Возможность создания и сохранения рецептов параметров процесса. Автоматическое выполнение этапов процесса. Возможность прерывания процесса и аварийной остановки процесса.  

Возможность управления несколькими реакторами одновременно. 

4 Прочее 

габариты (ширина x длина x высота)

реакторный блок с шлюзом 655 x 1900 x 1400 мм

контрольный блок 600 x 800 x 1750 мм

блок питания 400x 210 x 500 мм

насосный блок

WS251 и D65BCS-PFPE в отдельном отсеке

Triscroll 

Требования к монтажу 

Питание 3 x 400 В +/- 5%, 16 A, 50 Гц

Сжатый воздух 5 бар (без масла и воды)

охлаждение водой, 4 - 6 бар (фильтрованная), 2 л/мин.-1

азот, 3 - 4 бар, 25 л/цикл

отработанный газ DN40 KF

выхлопной блок A 80 мм

линии газа к установке: нержавеющая сталь с электрополировкой, 4 VCR

Вес:

реакторный блок 270 кг

контрольный блок 200 кг

насосный блок 180 кг

блок питания 20 кг

Возможна установка “через стену” для обеспечения высокой чистоты процессов. 

Характеристики процессов:

1. Скорость нанесения: 100 нм/мин. (среднее значение)

2. Однородность состава и  толщины пленок по пластине: +/- 3%

3. Температура процесса: 300° – 350° С

4. Толщины пленок: 50 – 200 нм (среднее значение), до 1 мкм

5. Наносимые пленки: SiO2, SiOxNy, SixNy
